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요약

광누설 방지를 위한 표시 기판 및 이의 제조 방법이 개시된다. 표시 기판은 반사 영역과 투과 영역을 갖는 화소 영역이 형

성되고, 화소 영역으로 화소 전압을 출력하는 스위칭 소자를 갖는 기판, 반사 영역의 주변부 및 투과 영역의 주변부와 대응

하는 위치에 배치된 광누설 방지부재, 스위칭 소자를 덮고, 반사 영역에서 투과 영역 내로 경사지도록 제 1 경사면을 갖는

유기막, 반사 영역에 대응하는 유기막 상에 배치된 반사 부재, 반사 부재 및 투과 영역에 대응하는 유기막 상에 배치된 컬

러 필터층 및 화소 영역에 대응하여, 컬러 필터층 상에 배치되고, 화소 전압이 인가되는 투명 전극을 포함한다. 이에 따라,

반사 영역 및 투과 영역의 경계부의 경사면에 대응하여 광누설 방지 부재를 형성함으로써, 경사면 근방의 영역에 형성된

액정의 프리틸트 왜곡에 의해 발생되는 광누설을 방지할 수 있다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 기판을 설명하기 위한 평면도이다.
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도 2는 도 1에 도시된 표시 기판을 Ⅰ~Ⅰ'선을 따라 절단한 단면도이다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 기판을 설명하기 위한 평면도이다.

도 4는 도 3에 도시된 표시 기판을 Ⅱ~Ⅱ'선을 따라 절단한 단면도이다.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 기판을 설명하기 위한 평면도이다.

도 6은 도 5에 도시된 표시 기판을 Ⅲ~Ⅲ'선을 따라 절단한 단면도이다.

도 7 내지 도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 평면도들 및 단면도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 표시 기판 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 광누설 방지를 위한 표시 기판과, 이의

제조 방법에 관한 것이다.

일반적으로, 액정 표시 장치는 외부로부터 입사되는 외부광을 이용하는 반사형 액정 표시 장치(reflective type Liquid

Crystal Display device)와, 내부로부터 입사되는 내부광을 이용하는 투과형 액정 표시 장치(transmissive type LCD)와,

반사형 액정 표시 장치와 투과형 액정 표시 장치의 장점을 결합한 반사-투과형 액정 표시 장치(trans-reflective type

LCD)로 구분될 수 있다.

반사-투과형 액정 표시 장치는 외부광을 반사하는 반사 영역 및 내부광을 투과하는 투과 영역을 포함한다. 입사되어 반사

하는 외부광의 액정층 내에서의 경로 및 투과되는 내부광의 액정층 내에서의 경로가 서로 다르기 때문에, 영상의 표시 품

질이 저하되는 문제가 있다. 따라서, 외부광과 내부광의 경로를 일치시키기 위하여, 반사 영역에 대응하는 액정층의 두께

와 투과 영역에 대응하여 형성되는 액정층의 두께가 서로 다른 셀갭을 갖는 다중 셀갭의 액정층을 갖는 반사-투과형 액정

표시 장치가 개발되었다. 하지만, 다중 셀갭을 형성하기 위한 반사 영역과 투과 영역 경계 부위에 광누설이 발생하는 문제

점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 종래 기술에 따른 하나 또는 그 이상의 문제점 및 제한을 실질적으로 제거함에 있다.

본 발명의 하나의 목적은 반사 영역 및 투과 영역의 경계 부위에서 발생되는 광누설을 억제하기 위한 표시 기판을 제공하

는 것이다.

또한, 본 발명의 다른 목적은 상기 표시 기판의 제조 방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 하나의 목적을 실현하기 위한 하나의 특징에 따른 표시 기판은, 반사 영역과 투과 영역을 갖는 화소 영역이 형성

되고, 상기 화소 영역으로 화소 전압을 출력하는 스위칭 소자를 갖는 기판, 상기 반사 영역의 주변부 및 상기 투과 영역의

주변부와 대응하는 위치에 배치된 광누설 방지부재, 상기 스위칭 소자를 덮고, 상기 반사 영역에서 상기 투과 영역 내로 경

사지도록 제 1 경사면을 갖는 유기막, 상기 반사 영역에 대응하는 상기 유기막 상에 배치된 반사 부재, 상기 반사 부재 및

상기 투과 영역에 대응하는 유기막 상에 배치된 컬러 필터층 및 상기 화소 영역에 대응하여, 상기 컬러 필터층 상에 배치되

고, 상기 화소 전압이 인가되는 투명 전극을 포함한다.

본 발명의 다른 목적을 실현하기 위한 하나의 특징에 따른 표시 기판의 제조 방법은, 투과 영역과 반사 영역으로 구분된 화

소 영역을 갖는 기판 상의 화소 영역에 배치된 게이트 라인, 상기 게이트 라인으로부터 분기된 게이트 전극 및 광누설 방지
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부재를 형성하는 단계, 상기 게이트 라인, 게이트 전극 및 광누설 방지 부재를 덮도록, 상기 기판 상에 절연막을 형성하는

단계, 상기 게이트 전극과 중첩되도록, 상기 절연막 상에 채널층을 형성하는 단계, 상기 게이트 라인과 교차하도록 상기 절

연막 상에 데이터 라인, 상기 데이터 라인으로부터 돌출되어 상기 채널층에 전기적으로 연결된 소오스 전극 및 상기 소오

스 전극으로부터 일정 간격 이격된 드레인 전극을 형성하는 단계, 상기 데이터 라인, 소오스 전극 및 드레인 전극을 덮고,

상기 드레인 전극을 노출시키는 개구 및 상기 반사 영역에서 상기 투과 영역으로 제 1 경사면을 갖는 유기막 패턴을 형성

하는 단계, 상기 유기막 패턴 상에 상기 반사 영역에 반사 부재를 형성하는 단계, 상기 반사 부재를 포함하는 기판 상에 컬

러 필터층을 형성하는 단계 및 상기 컬러 필터층 상에 상기 화소 영역의 각각에 배치되고 상기 드레인 전극에 전기적으로

연결되도록 투명 전극을 형성하는 단계를 포함한다.

이러한 표시 기판과 이의 제조 방법에 의하면, 반사 영역의 주변부 및 투과 영역의 주변부와 대응하는 위치에 광누설 방지

부재를 형성함으로써, 유기막의 경사면 근방의 영역에 형성된 액정의 프리틸트 왜곡에 의해 발생되는 빛샘을 차단할 수 있

다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예들을 보다 상세하게 설명하고자 한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 표시 기판을 설명하기 위한 평면도이다. 도 2는 도 1에 도시된 표시 기판을 Ⅰ~Ⅰ'선을

따라 절단한 단면도이다.

도 1 및 도 2들을 참조하면, 표시 기판(100)은 기판(105), 광누설 방지 부재(110), 유기막(140), 반사 부재(150), 컬러 필

터층(160) 및 투명 전극(170)을 포함한다.

기판(105)은 화소 영역 및 주변 영역으로 구분된다. 화소 영역은 영상을 표시하는 영역에 해당하고, 주변 영역은 화소 영역

을 제외한 영역, 즉, 영상을 표시하기 위한 신호를 인가하는 구동 회로 등이 배치되는 영역에 해당한다. 화소 영역은 외부

로부터 입사되는 외부광을 반사시켜 영상을 표시하는 반사 영역(RA) 및 내부로부터 입사되는 내부광을 투과시켜 영상을

표시하는 투과 영역(TA)을 포함한다.

기판(105)은 광을 투과할 수 있는 투명 기판이다. 기판(105)은 각각의 화소 영역 내에 스위칭 소자 및 스토리지 커패시터

라인(129)을 포함한다. 스위칭 소자는 각각의 화소 영역마다 반사 영역(RA) 상에 배치된다. 본 실시예에서, 스위칭 소자는

박막 트랜지스터(thin film transistor)이다. 박막 트랜지스터는 게이트 라인(121)들, 절연막, 채널층 및 데이터 라인(125)

들을 포함한다.

스트라이프 형상을 갖는 게이트 라인(121)들은 기판(105) 상에 배치된다. 게이트 라인(121)이 연장된 방향은 제 1 방향으

로 정의된다. 게이트 라인(121)으로부터 제 1 방향과 실질적으로 수직한 제 2 방향으로 분기된 게이트 전극(122)이 배치

된다. 외부로부터 인가되는 게이트 신호는 게이트 라인을 통하여 게이트 전극(122)에 인가된다.

게이트 라인(121)들 및 게이트 전극을 덮도록 기판(105)의 전면적에 걸쳐 절연막(123)이 형성된다. 절연막(123)은 게이

트 라인(121)들 및 게이트 전극(122)을 전기적으로 절연시킨다.

채널층(124)은 절연막(123) 상에 배치된다. 채널층(124)은 게이트 전극(122)에 대응하여 형성된다. 채널층(124)은 제 1

반도체층을 포함한다. 제 1 반도체층은, 예를 들면, 아몰퍼스 실리콘 박막(amorphous silicon film)이다. 이와 다르게, 채

널층(124)은 제 1 반도체층 및 제 1 반도체층 상에 배치되는 제 2 반도체층을 포함한다. 제 1 반도체층은, 예를 들면, 아몰

퍼스 실리콘 박막(amorphous silicon film)이다. 제 2 반도체층을 이루는 물질은 아몰퍼스 실리콘 및 도전성 불순물을 포

함할 수 있다. 제 2 반도체층은 한 쌍이 상호 이격된다.

데이터 라인(125)들은 절연막(123) 상에 배치된다. 절연막(123)에 의하여 절연된 데이터 라인(125)들은 스트라이프 형상

을 갖는다. 데이터 라인(125)들은 제 2 방향으로 연장된다. 데이터 라인(125)으로부터 제 1 방향으로 분기된 소오스 전극

(126)은 절연막(123) 상에 배치된다. 소오스 전극(126)은 채널층(124)에 전기적으로 연결된다. 데이터 라인(125)과 이격

된 드레인 전극(128)은 절연막(123) 상에 배치된다. 드레인 전극(128)은 채널층(124)에 전기적으로 연결된다.

게이트 라인(121), 데이터 라인(125), 소오스 전극(126) 및 드레인 전극(128)을 이루는 물질은 크롬(Cr), 알루미늄(Al), 구

리(Cu),몰리브덴(Mo), 텅스텐(W) 및 이들의 합금과 같은 도전성 금속 등을 들 수 있다.

한편, 인접하는 한 쌍의 게이트 라인(121) 및 데이터 라인(125)이 이루는 영역은 화소 영역에 대응한다.
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스토리지 캐패시턴스 라인(129)은 기판(105) 상에 배치된다. 스토리지 커패시턴스 라인(129)은 인접하는 게이트 라인

(121)들 사이에 개재된다. 스토리지 커패시턴스 라인(129)은 제 1 방향으로 연장된다.

광누설 방지 부재(110)는 기판(105) 상에 형성된다. 광누설 방지 부재(110)는 투과 영역(TA)의 주변부 및 반사 영역(RA)

의 주변부에 대응하는 위치에 배치된다. 광누설 방지 부재(110)는 게이트 라인(121)과 동일 평면에 배치될 수 있으며, 동

일한 물질을 포함할 수 있다.

유기막(140)은 박막 트랜지스터(TFT)를 덮도록 절연막(123) 상의 배치된다. 유기막(140)의 상면에는 오목부와 볼록부를

갖는 엠보싱부가 형성된다. 유기막(140)은 반사 영역(RA)에서 투과 영역(TA)으로 경사지도록 형성된 제 1 경사면을 갖는

다.

유기막(140)에는 드레인 전극(128)을 노출시키는 제 1 개구가 형성된다. 유기막(140)을 이루는 물질의 예로는 벤조사이

클로부텐(benzocyclobutene ; BCB), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(polyethylene terephthalate, PET) 또는 감광성 아크

릴계 수지(photo acrylic resin)와 같이 낮은 유전율을 갖는 유기물 등을 들 수 있다.

반사 부재(150)는 반사 영역(RA)에 대응하여 유기막(140) 상에 배치된다. 반사 부재(150)는 유기막(140)의 상면에 형성

된 엠보싱부의 형상에 따라 요철을 갖는다. 요철을 갖는 반사 부재(150)의 반사율이 보다 향상된다. 반사 부재(150)를 이

루는 물질의 예로서 알루미늄(Al), 알루미늄 합금(Al alloy), 은(Ag) 및 은 합금(Ag alloy)과 같은 금속 등을 들 수 있다.

본 실시예에서, 반사 부재(150)는 투과 영역을 제외한 복수의 화소 영역에 걸쳐 유기막(140) 상에 형성된다. 따라서, 인접

하는 화소 영역의 경계 주위에도 반사 부재(150)가 형성된다. 반사 부재(150)의 면적을 넓힘으로써, 외부에서 입사되는 외

부광의 반사율이 증가한다.

컬러 필터층(160)은 각각의 화소 영역 내에 형성된다. 컬러 필터층(160)은 반사 영역의 반사 부재(150) 및 투과 영역의 유

기막(140) 상에 배치된다. 본 실시예에서, 각각 컬러 필터층(160)의 에지 부위는 화소 영역의 사이에서 상호 오버랩 된다.

컬러필터(130) 중 중첩된 부분은 화소 영역의 사이로 누설된 광을 차단한다.

컬러 필터층(160)은 레드 컬러 필터층(R), 그린 컬러 필터층(G) 및 블루 컬러 필터층(B)을 포함한다. 레드 컬러 필터층(R)

은 레드 파장의 광을 통과시키는 레드 컬러 필터 물질로 이루어진다. 그린 컬러 필터층(G)은 그린 파장의 광을 통과시키는

그린 컬러 필터 물질로 이루어진다. 블루 컬러 필터층(B)은 블루 파장의 광을 통과시키는 블루 컬러 필터 물질로 이루어진

다. 각각의 컬러 필터층(160)은 제 2 개구를 포함하며, 제 2 개구는 박막 트랜지스터의 드레인 전극과 대응하는 부분에 형

성된다.

투명 전극(170)은 각각의 화소 영역에 컬러 필터층(160) 상에 배치된다. 투명 전극(170)은 제 1 및 제 2 개구들에 의하여

노출된 드레인 전극(128)과 전기적으로 연결된다. 드레인 전극(128)과 전기적으로 연결된 투명 전극(170)에는 외부로부

터 데이터 라인(125)을 통하여 데이터 신호가 인가된다. 투명 전극(170)을 이루는 물질의 예로는 인듐 주석 산화물

(Indium Tin Oxide), 인듐 아연 산화물(Indium Zinc Oxide) 및 아연 산화물(Zinc Oxide)과 같은 투명한 도전성 물질 등을

들 수 있다.

표시 기판(100) 상에 배치되는 액정층의 액정 분자를 배향하기 위하여, 투명 전극(170) 상에 러빙막(도시하지 않음)을 형

성한다. 러빙막을 이루는 물질은, 예를 들면, 폴리이미드(polyimide)이다.

특히, 표시 기판(100)의 러빙 방향이 12시 방향일 경우 통상적으로 반사 영역(RA)에서 투과 영역(TA)으로 경사면 주위에

서 강한 빛샘이 유발된다. 따라서, 유기막(140)의 경사면에 대응하는 광누설 방지 부재(110)를 형성하여, 유기막(140)의

경사면에 따른 광누설을 억제할 수 있다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 기판을 설명하기 위한 평면도이다. 도 4는 도 3에 도시된 표시 기판을 Ⅱ~Ⅱ'선

을 따라 절단한 단면도이다. 본 실시예에 따른 표시 기판은 스토리지 커패시턴스 라인 및 광누설 방지 부재를 제외하면, 도

1 및 도 2에 도시된 표시 기판과 실질적으로 동일한 구성을 가짐으로 그 중복된 설명은 생략하기로 한다. 따라서, 도 1 및

도 2에 도시된 표시 기판과 실질적으로 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조번호 및 명칭을 부여하기로 한다.

도 3 및 도 4들을 참조하면, 표시 기판(100)은 기판(105), 광누설 방지 부재(110), 유기막(140), 반사 부재(150), 컬러 필

터층(160) 및 투명 전극(170)을 포함한다.
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기판(105)은 각각의 화소 영역 내에 스위칭 소자 및 스토리지 커패시터 라인을 포함한다. 스위칭 소자는 각각의 화소 영역

마다 반사 영역(RA) 상에 배치된다. 본 실시예에서, 스위칭 소자는 박막 트랜지스터(thin film transistor)이다. 박막 트랜

지스터는 게이트 라인(121)들, 절연막(123), 채널층(124) 및 데이터 라인(125)들을 포함한다.

스토리지 캐패시턴스 라인(129)은 기판(105) 상에 배치된다. 스토리지 커패시턴스 라인(129)은 인접하는 게이트 라인

(121)들 사이에 개재된다. 스토리지 커패시턴스 라인(129)은 제 1 방향으로 연장된다.

광누설 방지 부재(110)는 기판(105) 상에 형성된다. 광누설 방지 부재(110)는 스토리지 커패시턴스 라인(129)으로부터

데이터 라인(125)의 연장 방향과 동일한 방향으로 연장되어, 투과 영역(TA)의 주변부 및 반사 영역(RA)의 주변부에 대응

하는 위치에 배치된다. 스토리지 커패시턴스 라인(129)으로부터 연장된 광누설 방지 부재(110)는 투과 영역(TA)과 반사

영역(RA) 사이에 형성되는 유기막(140)의 경사면에 대응된다. 따라서, 광누설 방지 부재(110)는 유기막(140)의 경사면을

따라 발생하는 광누설을 차단하여 빛샘을 억제한다.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 기판을 설명하기 위한 평면도이다. 도 6은 도 5에 도시된 표시 기판을 Ⅲ~Ⅲ'선

을 따라 절단한 단면도이다. 본 실시예에 따른 표시 기판은 광누설 방지 부재를 제외하면, 도 1 및 도 2에 도시된 표시 기판

과 실질적으로 동일한 구성을 가짐으로 그 중복된 설명은 생략하기로 한다. 따라서, 도 1 및 도 2에 도시된 표시 기판과 실

질적으로 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조번호 및 명칭을 부여하기로 한다.

도 5 및 도 6들을 참조하면, 표시 기판(100)은 기판(105), 광누설 방지 부재(110), 유기막(140), 반사 부재(150), 컬러 필

터층(160) 및 투명 전극(170)을 포함한다.

기판(105)은 각각의 화소 영역 내에 스위칭 소자 및 스토리지 커패시터 라인(129)을 포함한다. 스위칭 소자는 각각의 화소

영역마다 반사 영역(RA) 상에 배치된다. 본 실시예에서, 스위칭 소자는 박막 트랜지스터(thin film transistor)이다. 박막

트랜지스터는 게이트 라인(121)들, 절연막(123), 채널층(124) 및 데이터 라인(125)들을 포함한다.

광누설 방지 부재(110)는 절연막(123) 상에 형성된다. 광누설 방지 부재(110)는 데이터 라인(125)으로부터 게이트 라인

(121)의 연장 방향과 실질적으로 동일한 방향으로 연장되어, 투과 영역(TA)의 주변부 및 반사 영역(RA)의 주변부에 대응

하는 위치에 배치된다. 데이터 라인(125)으로부터 연장된 광누설 방지 부재(110)는 투과 영역(TA)과 반사 영역(RA) 사이

에 형성되는 유기막(140)의 경사면에 대응된다. 따라서, 광누설 방지 부재(110)는 유기막(140)의 경사면을 따라 발생하는

광누설을 차단하여 빛샘을 억제한다.

도 7 내지 도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 표시 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 도면들이다.

도 7을 참조하면, 유리나 세라믹 등과 같은 절연 물질로 이루어진 기판(205) 상에 제 1 도전성 박막이 형성된다. 제 1 도전

성 박막을 이루는 물질의 예로서 탄탈륨(Ta), 티타늄(Ti), 몰리브덴(Mo), 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 구리(Cu), 텅스텐(W) 및

이들의 합금과 같은 금속 등을 들 수 있다. 제 1 도전성 박막 상에 제 1 포토 레지스트 패턴이 형성된다. 제 1 포토 레지스

트 패턴을 마스크로 이용하여 제 1 도전성 박막이 부분적으로 식각되어, 그 결과 기판(205) 상에 게이트 라인(221)들, 게

이트 라인으로부터 분기된 게이트 전극(222), 스토리지 커패시턴스 라인(229) 및 광누설 방지 부재(210)가 형성된다.

게이트 라인(221)은 제 1 방향으로 연장된다. 게이트 전극(222)은 게이트 라인(221)으로부터 제 2 방향으로 기판(205)을

따라 분기되어 기판(205) 상에 형성된다.

게이트 라인(221)을 커버하도록, 기판(205)의 전면적에 걸쳐 절연막(223)이 형성된다. 절연막(223)은 플라즈마 화학 기

상 증착법으로 증착될 수 있다. 절연막(223)을 이루는 물질의 예로서 실리콘 질화물 및 실리콘 산화물과 같은 절연물 등을

들 수 있다.

절연막(223) 상에 제 1 반도체층이 형성되고, 제 1 반도체층 상에는 제2 반도체층이 형성된다. 예를 들면, 제 1 반도체층

은 아몰퍼스 실리콘 박막이고, 제 2 반도체층은 아몰퍼스 실리콘 및 도전성 불순물을 포함하는 불순물 도핑 아몰퍼스 실리

콘 박막이다.
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제 1 반도체층 및 제 2 반도체층상에 제 2 포토레지스트 패턴이 형성된다. 제 2 포토레지스트 패턴을 식각 마스크로 이용

하여 제 2 반도체층이 부분적으로 식각되어, 게이트 전극에 대응하는 제 1 반도체 패턴 및 제 2 반도체 패턴을 포함하는 채

널층(224)이 형성된다. 이와 다르게, 제 1 및 제 2 반도체층들은 후속하는 데이터 라인 형성 공정에서 부분적으로 식각될

수 있다.

도 8을 참조하면, 절연막(223) 상에 제 2 도전성 박막이 형성된다. 제 2 도전성 박막을 이루는 물질의 예로서 탄탈륨(Ta),

티타늄(Ti), 몰리브덴(Mo), 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 구리(Cu), 텅스텐(W) 및 이들의 합금과 같은 금속 등을 들 수 있다.

제 2 도전성 박막 상에 제 3 포토레지스트 패턴이 형성된다. 제 3 포토레지스트 패턴을 식각 마스크로 이용하여 제 2 도전

성 박막이 부분적으로 식각되어, 그 결과 데이터 라인(225), 소오스 전극(226), 드레인 전극(228)이 절연막(223) 상에 형

성된다.

본 실시예에서, 절연막(223)에 의하여 게이트 라인(221)과 절연된 데이터 라인(225)은 제 2 방향으로 연장되어 게이트 라

인(221)과 교차한다. 데이터 라인(225)으로부터 제 1 방향으로 기판(205)을 따라 분기된 소오스 전극(226)의 일부는은 채

널층(224)에 대응한다. 소오스 전극(226)과 일정 간격 이격된 드레인 전극(228)의 일측 단부는 채널층(224)에 대응한다.

드레인 전극(228)의 타측 단부는 스토리지 커패시턴스 라인(229)에 중첩한다. 상호 중첩되는 스토리지 커패시턴스 라인

(229), 절연막(223) 및 드레인 전극(228)의 타측 단부는 스토리지 커패시턴스를 형성한다.

도 9를 참조하면, 데이터 라인(225)을 포함하는 절연막(223) 상에 유기막이 형성된다. 유기막은, 예를 들면, 스핀 코팅 방

법으로 형성된다. 유기막을 이루는 물질은 감광성 물질을 포함할 수 있다. 유기막이 패터닝되어, 그 결과 드레인 전극(228)

을 노출시키는 제 1 개구(245) 및 투과 영역을 정의하기 위한 제 2 개구를 갖는 유기막 패턴(240)이 형성된다. 투과 영역

은 내부로부터 입사되는 광을 투과시켜 영상을 표시하는 영역이다. 이와 반대로, 화소 영역중 투과 영역을 제외한 나머지

영역은 반사 영역이다.

유기막 패턴(240)은 마스크를 이용하는 노광(exposure) 및 현상(development) 공정에 의하여 형성될 수 있다. 바람직하

게, 유기막 패턴(240)의 상면은 오목부와 볼록부를 갖는 엠보싱 형상을 갖는다.

본 실시예에서, 유기막 패턴(240)에는 화소 영역 내에 반사 영역(RA)에서 투과 영역(TA)으로 제 1 경사면이 형성되고, 제

1 경사면에 대응하는 제 2 경사면이 형성된다. 제 1 경사면이 기판(205)에 대하여 이루는 제 1 각도는 제 2 경사면이 기판

(205)에 대하여 이루는 제 2 각도보다 작다. 제 1 경사면은, 상부에서부터 중간부에 대응하여 부분 노광에 의하여 형성되

고, 중간부에서부터 바닥부에 대응하여 부분 노광 및 슬릿 노광에 의하여 형성될 수 있다.

이후, 유기막 패턴(240) 상에 반사성 금속막(도시하지 않음)이 형성된다. 반사성 금속막은 부분적으로 식각되어, 반사 영

역에 해당하는 반사 부재(250)가 형성된다. 반사 부재(250)은 유기막 패턴(240)의 형상에 대응된다. 따라서, 엠보싱 패턴

을 갖는 유기막 패턴의 상면에 대응하는 반사 부재(250)는 요철을 갖는다.

도 10을 참조하면, 반사 부재(250)를 포함하는 기판(205) 전면에 컬러 필터층(260)이 형성된다. 컬러 필터층(260)은 화소

영역의 각각에 형성된다. 컬러 필터층(260)은 레드 컬러 필터층(R), 그린 컬러 필터층(G) 및 블루 컬러 필터층(B)을 포함

한다 본 실시예에서, 각각 컬러 필터층의 에지 부위는 화소 영역의 사이에서 상호 중첩된다. 컬러 필터층(260) 중 오버랩된

부분은 화소 영역의 사이로 누설된 광을 차단한다. 컬러 필터층(260)에는 제 1 개구에 대응하는 제 3 개구가 형성된다. 제

2 개구에 의하여 드레인 전극이 노출된다.

컬러 필터층(260) 및 제 1 및 제 3 개구들 상에 투명성 도전 박막이 형성된다. 투명성 도전 박막을 이루는 물질의 예로는

인듐 주석 산화물(Indium Tin Oxide), 인듐 아연 산화물(Indium Zinc Oxide) 및 아연 산화물(Zinc Oxide)과 같은 투명한

도전성 물질 등을 들 수 있다. 투명성 도전 박막은 부분적으로 식각되어, 각각의 화소 영역에 대응하여 컬러 필터층(260)

상에 투명 전극(270)을 형성한다. 투명 전극(270)은 제 1 및 제 3 개구에 의하여 노출된 드레인 전극(228)과 전기적으로

연결된다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면 투과 영역과 반사 영역의 경계에 해당하는 유기막의 경사면 영역에 대응하

여 광누설 방지 부재를 형성함으로써, 액정의 프리틸트 각의 왜곡에 의해 발생되는 빛샘을 차단할 수 있다.
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또한, 투과 영역과 반사 영역의 경계에 대응하는 유기막의 경사면이 완만한 기울기를 갖도록 형성하므로써, 상기 경사면의

급격함에 의해 유발되는 액정의 프리틸트 각의 왜곡을 저감시킬 수 있고, 이에 따라 광누설을 억제할 수 있다.

이상에서는 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자 또는 당업자는 하기의 특허 청구의

범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음

을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

반사 영역과 투과 영역을 갖는 화소 영역이 형성되고, 상기 화소 영역으로 화소 전압을 출력하는 스위칭 소자를 갖는 기판;

상기 반사 영역의 주변부 및 상기 투과 영역의 주변부와 대응하는 위치에 배치된 광누설 방지부재;

상기 스위칭 소자를 덮고, 상기 반사 영역에서 상기 투과 영역 내로 경사지도록 제 1 경사면을 갖는 유기막;

상기 반사 영역에 대응하는 상기 유기막 상에 배치된 반사 부재;

상기 반사 부재 및 상기 투과 영역에 대응하는 유기막 상에 배치된 컬러 필터층; 및

상기 화소 영역에 대응하여, 상기 컬러 필터층 상에 배치되고, 상기 화소 전압이 인가되는 투명 전극을 포함하는 표시 기

판.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 스위칭 소자는 상기 화소 영역을 감싸도록 배치된 게이트 라인들, 상기 게이트 라인들에 대하여 실

질적으로 직교하는 데이터 라인들, 상기 게이트 라인들 및 상기 데이터 라인들로부터 구동 신호를 인가받는 박막 트랜지스

터 및 인접한 한 쌍의 상기 게이트 라인들의 사이에 배치된 스토리지 커패시턴스 라인을 포함하는 것을 특징으로 하는 표

시 기판.

청구항 3.

제 2 항에 있어서, 상기 광누설 방지 부재는 상기 기판 상에 상기 게이트 라인과 실질적으로 평행한 방향으로 형성되고, 상

기 게이트 라인 및 스토리지 커패시턴스 라인에 대하여 이격된 것을 특징으로 하는 표시 기판.

청구항 4.

제 2 항에 있어서, 상기 광누설 방지 부재는 상기 스토리지 커패시턴스 라인으로부터 상기 데이터 라인과 평행한 방향으로

연장된 것을 특징으로 하는 표시 기판.

청구항 5.

제 2 항에 있어서, 상기 광누설 방지 부재는 상기 데이터 라인으로부터 상기 게이트 라인과 실질적으로 평행한 방향으로

연장된 것을 특징으로 하는 표시 기판.
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청구항 6.

제 2 항에 있어서, 상기 광누설 방지 부재는 상기 게이트 절연막 상에 상기 화소 영역 내에 상기 게이트 라인과 평행한 방향

으로 형성되고, 상기 데이터 라인에 대하여 상호 이격된 것을 특징으로 하는 표시 기판.

청구항 7.

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 경사면 및 상기 기판이 이루는 제 1 각도는 상기 제 1 경사면과 마주보는 제 2 경사면 및 상기

기판이 이루는 제 2 각도보다 작은 것을 특징으로 하는 표시 기판.

청구항 8.

제 1 항에 있어서, 상기 기판은 복수의 화소 영역을 갖고, 상기 반사 부재는 상기 투과 영역을 제외한 복수의 화소 영역에

걸쳐 형성된 것을 특징으로 하는 표시 기판.

청구항 9.

투과 영역과 반사 영역으로 구분된 화소 영역을 갖는 기판 상의 화소 영역에 배치된 게이트 라인, 상기 게이트 라인으로부

터 분기된 게이트 전극 및 광누설 방지 부재를 형성하는 단계;

상기 게이트 라인, 게이트 전극 및 광누설 방지 부재를 덮도록, 상기 기판 상에 절연막을 형성하는 단계;

상기 게이트 전극과 중첩되도록, 상기 절연막 상에 채널층을 형성하는 단계;

상기 게이트 라인과 교차하도록 상기 절연막 상에 데이터 라인, 상기 데이터 라인으로부터 돌출되어 상기 채널층에 전기적

으로 연결된 소오스 전극 및 상기 소오스 전극으로부터 일정 간격 이격된 드레인 전극을 형성하는 단계;

상기 데이터 라인, 소오스 전극 및 드레인 전극을 덮고, 상기 드레인 전극을 노출시키는 개구 및 상기 반사 영역에서 상기

투과 영역으로 제 1 경사면을 갖는 유기막 패턴을 형성하는 단계;

상기 유기막 패턴 상에 상기 반사 영역에 반사 부재를 형성하는 단계;

상기 반사 부재를 포함하는 기판 상에 컬러 필터층을 형성하는 단계; 및

상기 컬러 필터층 상에 상기 화소 영역의 각각에 배치되고 상기 드레인 전극에 전기적으로 연결되도록 투명 전극을 형성하

는 단계를 포함하는 표시 기판의 제조 방법.

청구항 10.

제 9 항에 있어서, 상기 광누설 방지 부재는 상기 게이트 라인과 실질적으로 평행한 방향으로 연장되고, 상기 게이트 라인

으로부터 상호 이격된 것을 특징으로 하는 표시 기판의 제조 방법.

청구항 11.

제 9 항에 있어서, 상기 유기막 패턴을 형성하는 단계는,

상기 데이터 라인, 소오스 전극 및 드레인 전극을 덮도록, 유기막을 형성하는 단계;
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상기 유기막 중 드레인 전극에 대응하는 부분을 제 1 노광으로 제거하여, 상기 드레인 전극을 노출시키는 제 1 개구를 형성

하는 단계; 및

상기 유기막 중 투과 영역에 대응하는 부분을 제 2 노광으로 제거하여, 제 1 경사면 및 상기 제 1 경사면과 마주보며 상기

제 1 경사면과 상기 기판이 이루는 각도보다 작은 기판에 대하여 이루는 각도를 갖는 제 2 경사면을 갖는 제 2 개구를 형성

하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 기판의 제조 방법.

청구항 12.

제 11 항에 있어서, 상기 제 2 노광은 상기 유기막의 경사면 중 상부에서부터 중간부까지 대응해서는 부분 노광이고, 상기

중간부부터 바닥부까지 대응해서는 상기 부분 노광과 슬릿 노광인 것을 특징으로 하는 표시 기판의 제조 방법.
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摘要(译)

公开了一种用于漏光保护的显示基板及其制造方法。显示基板包括具有
反射区域的像素区域和透射电极，透射电极对应于滤色器层和布置在有
机层上的对应于布置的反射镜的像素区域，以及反射镜和透射区域对应
于具有第一倾斜平面的有机层的有机层，其在透射区域内的反射区域中
倾斜，所布置的防漏光构件，并且开关元件被覆盖在与透射区域的外围
单元对应的位置，并且外围单元和反射区域设置在滤色器层上，并且其
中像素电压被施加到具有形成的开关元件的基板上，该像素电压输出像
素区域和反射区域。因此，可以防止由倾斜表面区域中形成的液晶的预
倾斜变形产生的漏光，该倾斜表面邻近边界的倾斜表面。
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